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 抵抗変化型メモリ (ReRAM)は高速書き換え, 低消費電力駆動の高密度不揮発性メモリ

としてポスト NAND のみならず, SRAM, DRAM, ハードディスク, フラッシュといった既

存のメモリを一つのメモリで置き換えるユニバーサルメモリとして期待されている . 

ReRAM は電極/酸化物/電極のシンプルな構造をとり, NiO, ZnO, HfO2 等の 2 元系から

SrTiO3 や Pr1-xCaxMnO3 等の多元系まで, 数多くの酸化物で抵抗スイッチング効果が確認

されている. それにも拘らず, ReRAM の高いポテンシャルと革新的な応用技術に関する報

告は二酸化チタン(TiO2)を用いた ReRAM の実験データに基づくものが目立つ. 100 nm ス

ケールの微細 ReRAM セルの作製は Pt/TiO2/Pt 構造で達成され[1], 微細化後もm スケー

ルの素子と同等のメモリ特性が維持されることが示された. また, 数十 ns の高速書き込み

及び消去が可能であることが Pt/TiO2/TiN 構造で確認された[2, 3]. 更に, Chua と Kang に

より提案された新たな 2 端子電子素子, メモリスタ[4], は 32 年の時を経て, Pt/TiO2/Pt 構

造で実現され[5], そのロジック応用の実証にも同一構造の素子が用いられた[6]. 一方, ス

イッチング機構解明の進展に繋がり得る研究成果も多く存在する. Pt/TiO2/Pt構造において

マグネリ相(Ti4O7)で形成される導電パスが確認され[7, 8], ReRAM の抵抗スイッチングが

酸化物の局所的な酸化/還元による導電パスの形成/断裂によって生じるとするモデルが広

く支持されるようになった. その他にも, 初めてのフレキシブルReRAMはAl/TiO2/Al構造

で作製され[9], 普通紙の上にインクジェット法を用いて ReRAM を形成するユニークな技

術にも Ag/TiO2/Carbon 構造が採用されている[10].  

 本論文では ReRAM におけるメモリ層材料としての二酸化チタンの位置付けについて整

理するとともに, 著者自身のデータを交えてその将来性について議論する. 
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